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Zagadnienia do opracowania
Model pasmowy potprzewodnika, potprzewodniki samoistne 1 domieszkowe, przerwa
energetyczna, ztacze np.
Generacja i rekombinacja no$nikow tadunku, rekombinacja bezposrednia i posrednia.
Nosniki tadunku mniejszosciowe i wigkszosciowe (nadmiarowe), réwnowagowa koncentracja
nos$nikow tadunku, czas zycia no$nikow nadmiarowych.
Fotoprzewodzace urzadzenia potprzewodnikowe: fotorezystory, fotodiody, fototranzystory.

Przebieg ¢éwiczenia
1. Pomiar czasu zycia no$nikéw nadmiarowych w fotorezystorze 1

a. Na ptycie czolowej oscyloskopu ustawié
o srodkowe pokretto potencjometru w gérnym rzedzie w pozycji A
o przycisk wyzwalania w pozycji A
. pokretto wzm./kal w pozycji 0
o polaryzacja ,,+"
o przycisk w gornym prawym rogu w pozycji AC
o pokretto czas/cm plynnie w pozycji 0
o wcisnac¢ przyciski wyzwalania w pozycji wewn. i auto
b. Wilaczy¢ oscyloskop do sieci
C. Wiaczy¢ zasilacz ZST-11
. wcisng¢ wszystkie przyciski U (napigcie 15 V)
o przyciski | w pozycji 0,11 0,5
d. Ustawi¢ pokretto P w pozycji 1, przelacznik pojemnosci w pozycji Cl, wzmocnienie Y

ustawi¢ na 0,2 V/cm (pokre¢tto A), pokretto podstawy czasu na 5 ms/cm (pokretto zakres)
przetacznik w pozycje Z
za pomocg pokretta R tak dobra¢ czestotliwo$¢ drgan prostokatnych aby przebieg
napigcia na fotoelemencie byt jak na rys. 1 (pozycja R ~ 5,4)
g. odczyta¢ wspotrzedne kilku punktéw (>5) na krzywej spadku fotoprzewodnictwa
I wpisa¢ wyniki do tabeli 1 (uktad wspolrzgdnych obra¢ jak na rys. 1 - skorzysta¢ z pokretet

przesuwu pionowego i poziomego)



Rys. 1.

2. Pomiar czasu zycia w fotorezystorze 2

Ustawié:

przetacznik P w pozycji 2
wzmocnienie Y na 0,2 V/cm
podstawa czasu na 2 ms/cm
kondensator Cl

R~75

Whpisa¢ wyniki do tabeli

3. Pomiar czasu zycia no$nikow nadmiarowych w fotodiodzie

Ustawic:

przetacznik P w pozycji 3
wzmocnienie Y 0,5 V/cm
podstawa czasu 10 ps/cm
kondensator C5

R~8

Whpisa¢ wyniki do tabeli

4. Pomiar czasu zycia nosnikow nadmiarowych w fototranzystorze

Ustawic:

przetacznik P w pozycje 4
wzmocnienie Y 0,2 V/cm

podstawa czasu 50 ps/cm



e kondensator C5

e R~7

Tabele pomiarowe

Tabela 1
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Tabela 2: WyniKi regresji liniowej
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1. Opracowanie wynikow pomiarow
1. Korzystajagc z programu Regresja obliczy¢ wspotczynnik kierunkowy ,,a" prostej y = ax+b oraz jego

odchylenie standardowe o, zaokraglajac wyniki zgodnie z normami.

Napigcie na fotoelemencie wyraza si¢ wzorem

U=Uge ’
Po obustronnym zlogarytmowaniu tej zalezno$ci otrzymujemy
INU=InU,- 2t
T
. . . 1 1
Jest to zalezno$¢ liniowa, w ktorej Y = InU x=t a= 7 - T= 3 b=InU,

2. Obliczy¢ blad czasu zycia ze wzoru (metoda rozniczki zupelnej):
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Wartos$¢ biedu zaokragli¢ zgodnie z normami.
3. Przeprowadzi¢ dyskusje uzyskanych wynikow.
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VI. Schemat pomiarowy
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